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Método de obtencao da PCI

1° Passo:
Impresséo do layout.

3° Passo:

20 P3sSO: Transferéncia do layout.

Limpeza da placa.

http://www?2.eletronica.org/Members/FB/dicas-tabelas/pci_metodo_termico.pdf



Método de obtencéo da PCI

Processo térmico:

4° Passo:
Colocacao da placa em
; agua.
- - 6° Passo:
Retirada completa do

papel.

59 Passo:

. '\Ll’(
Retirada do papel. N

3

http://www?2.eletronica.org/Members/FB/dicas-tabelas/pci_metodo_termico.pdf



Método de obtencéo da PCI

/° Passo:
Retoque nas falhas das
trilhas.

9° Passo:
Retirada e limpeza.

8° Passo:
Corrosao da placa.

http://www?2.eletronica.org/Members/FB/dicas-tabelas/pci_metodo_termico.pdf



Método de obtencéo da PCI

Processo térmico:

10° Passo:
Placa corroida e limpa.

e W\

Ir‘“
12° Passo:

Aplicacao da mascara
de componentes.

11° Passo:
Furacao da placa.

http://www?2.eletronica.org/Members/FB/dicas-tabelas/pci_metodo_termico.pdf



Método de obtencéo da PCI

Processo de corroséo quimica:

350 mL

Agua

100 mL HCI - 45% de pureza

20 mL H.Os - 50% de pureza

H-O> = HO+ 0O
Cu+ 0= Cul

_U CuO + 2 Hel = CuClz + HO

Integrantes:
» Agua;

< > 74 « Acido muriatico;
H:20: < .
Hz0 e Agua oxigenada.

http://www?2.eletronica.org/Members/FB/dicas-tabelas/pci_metodo_termico.pdf




Método de obtencao da PCI

Processo de corroséo quimica:

Integrantes:

Cuidado: produto corrosivo.
» Percloreto de ferro. P

http://www.overdance.com.br/audio_list/Fazendo%20suas%20placas%20de%20circuito%20impresso.pdf



Método de obtencéo da PCI

Processo de corroséo quimica:

Assinatura PC & GIA /24 esigoes
*1 +Placa Post - Saber

w= PRODLITOS =

Conjunto CK-10
ia Kils » Furramentas - Rel. 020201 03

Integrantes:
 Percloreto de ferro;
» Cortador de placa;
 Placa de fenolite;
http://lwww.sabermarketing.com.br e Caneta;
 Perfurador de placa,;
 Vasilhame;
» Suporte para placa;
» Estojo de madeira.




Método de obtencéo da PCI

Processo fotografico:

Aplicacdo do PRP
(tinta fotosensivel) @

Limpeza Geracéo da mascara

g
@ Secagem

Revelacio Sensibilizacao

www.pcifacil.com.br



Método de obtencao da PCI

Processo serigrafico (silkscreen):

Partes do processo:
 Serigrafia;

» Tela;
e Miiadrn:

\{uuuu Uy

* Preparacao da matriz;
» Gravacao da tela;

* Impressao;

e Outras.

http://esslee.home.sapo.pt/10-E%20-%202000/Pagina6.htm



Método de obtencéo da PCI

Fresagem:

1° Passo:
Desenho da PCI.

2° Passo:
Preparacao da PCI
para fresagem.

S RGEd 1L T
B oot L H
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http://www.ivobarbi.com/download/GuiaTango_Fresa.pdf
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3° Passo:
Arquivo em formato CAM.

.........................

GUIA
TANGO-FRESA



Método de obtencéo da PCI

Fresagem:

50 Passo:
Fresagem da PCI.

4° Passo:
Preparacao da fresadora.

Cabegola da Frasa

Ferramerta
de Fresngsm

aa° Comada de cobre

FCl

Fenolts ou Fibra ds "idro

http://www.ivobarbi.com/download/GuiaTango_Fresa.pdf

Farramerta de Corte

Fenofte ou Fiora da vidro

Camaida de Cobire

W=rerizl de Backup
Gl mi=

A0 mils

6° Passo:
Furacao da placa.

GUIA
TANGO-FRESA



Dimensoes reais dos componentes

| Mils | mm | Mils | mim | Mils mm Mils mm
Tabela de conversao. 020 mils | 0.5mm | 122 mils | 3.t mm | 224 mils | 5.7mm | 327 mils | 8.3 mm
024 mils 0.6 mm 126 mils 3.2 mm 228 mils 5.8 mm 331 mils 8.4 mm
028 mils 0.7 mm 130 mils 3.3 mm 232 mils 5.9 mm 335 mils 8.5 mm
—_ Ve
1 polegada = 2,54 centimetroS [ o3z mis [ 0.6 mm | 134 mils | 3.4 mm | 236 mils | 6.0mm | 338 mils || 8.6 mm
1 in = 2,54 cim 035 mils | 0.9 mm || 138 mils || 3.5mm || 240 mils || 6.1 mm | 343 mils || 87 mm

039 mils 1.0 mm 142 mils 3.6 mm 244 mils 6.2 mm 346 mils 8.8 mm

—_ 043 mils 1.1 mm 146 mils 3.7 mm 248 mils .3 mm 350 mils 8.9 mm
2,54 cm =25,4 mm 2
047 mils 1.2 mm 150 mils 3.8 mm 252 mils .4 mm 354 mils 2.0 mm
1 — 051 mils 1.3 mm 154 mils 3.9 mm 256 mils 5.5 mm 358 mils 2.1 mm
1 mil = 0,025 mm -
. 055 mils 1.4 mm 157 mils 4.0 mm 260 mils .6 mm 362 mils 2.2 mm
10 mil = 0,25 mm

059 mils 1.5 mm 161 mils 4.1 mm 264 mils 6.7 mm 366 mils 2.3 mm

20 mil = 0,50 mm

. 063 mils 1.6 mm 165 mils 4.2 mm 268 mils 5.8 mm 370 mils 2.4 mm

30 mil = 0,75 mm _ _ : .
. 067 mils 1.7 mm 169 mils 4.3 mm 272 mils 6.9 mm 374 mils 9.5 mm
40 mll = 1’0 mm 071 mils 1.8 mm 173 mils 4.4 mm 276 mils 7.0 mm 378 mils 2.6 mm
50 mll — 1125 mm 075 mils 1.9 mm 177 mils 4.5 mm 280 mils 7.1 mm 382 mils 9.7 mm
078 mils 2.0 mm 181 mils 4.6 mm 283 mils 7.2 mm 385 mils 9.8 mm
082 mils 2.1 mm 185 mils 4.7 mm 287 mils 7.3 mm 388 mils 9.9 mm
086 mils 2.2 mm 188 mils || 4.8 mm 281 mils 7.4 mm 394 mils || 10.0 mm
090 mils 2.3 mm 193 mils 4.9 mm 295 mils 7.5 mm 398 mils 10.1 mm
094 mils 2.4 mm 197 mils 5.0 mm 299 mils 7.6 mm 402 mils 10.2 mm

http://www.cirvale.com.br



Dimensoes reais dos componentes

(=) (k)

I—B Component
.I'_ Place outline
LE L|t|| ne I:SI”L;DI-:EI'I |
(@) {b)
Component outline
Place outline (Silkscreen)

y

e Terminais radiais

(omplete

Terminais axiais

Kraig Mitzner §

http://www.cirvale.com.br/pdf/Dicas%20para%?20clientes.pdf



Correntes e tensoes no circulto
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Correntes e tensoes no circulto

Track Width Reference Table (for 10deg C temp rise). Track Width is in Thous (mils)
Current (Amps) Width for 1oz Width for 2 oz milli Ohms/Inch
1 10 5 52
2 30 15 17.2
3 50 25 10.3
4 a0 40 6.4
5 110 55 4.7
6 150 75 34
7 180 a0 29
8 220 110 2.3
9 260 130 2.0
10 300 150 1.7

PCB Design

Tutorial

http://www.alternatezone.com/



Numero de camadas da PCI

Layer Top Circuito Lado Componentes

Layer Botton Circuito Lado Solda [ sussr

Layer Top Mask Mascara Lado Componentes SUPeRiDE /71 PREFREG
— SUBSTRATO

- CamMaDas

Layer Botton Mask Mascarz Lado Solda NTERNSS L prepre
— — SUESTRATO

Layer Top Silk Legenda Lado Componentes TR = /71 PreprEn

- snais - SUBSTRATO

Layer Botton Silk Legenda Lado Solda — L repres
. .Ell:ﬁh‘TEDN[T).EC.ZSD = SUBSTRATO

Drill Arquivo para furagao = /
ChkADA —

INFERIOR

Multiplas camadas

Duas camadas

FR4
Substrate
(laminate)

DIELETRICO
[SUBSTRATO)

CAMADA
SUPERIOR

CAMADA —
INFERIOR

—=

Copper

cladding ’




Tecnologia de soldagem dos componentes

SMD Direction of board travel
(previously DIP *
reflow Bc:lderedj 'L THD Solder
joints
_ 4

-

SMD i PTH Solder wave SMD

(wave soldered)

Board traveling into wave
SMD

(previously oIp
Corveyar reflow soldersd)
mechanism l l’ THD

Haoldi
TR oo
— | 11l l

e

(omplete

PCB Design Using
OrCAD"Capture .
and Layout

L S

Kraig Mitzner @




Tecnologia de soldagem dos componentes

Adhesive Mounting of
s -3 mnm“pmngn ; =P Cure Adhesive ==

L1 vea
—— e O
=g Flux application =  \isual check

W—éﬁﬁﬁ

LLIR M_

SMD Wave Soldering PCB Design

Tutorial

http://www.alternatezone.com/



Tecnologia de soldagem dos componentes

Efm"ﬂ'ﬁ}nf component  _, Flux application Flow (Wave) soldering
= \Visual check Flux application

S
\/

Through-hole Wave Soldering

PCB Design
toral

http://www.alternatezone.com/



Tecnologia de soldagem dos componentes

Solder paste Visual check of Mounting of
printing = solder amount e mmpmgnt =

!

o .,
= = = =

Reflow - \fisual check

-1
L™ [\
. W

SMD Reflow Soldenng PCB Design

http://www.alternatezone.com/



Uso de poligonos

POLIGONOS QUE NAO SAO CONTORNADOS,
CAUSAM ABERTURAS NO ATERRAMENTO.

PCB Design

Tutorial

http://www.cirvale.com.br/ g -

http://www.alternatezone.com/



Isolacao entre trilhas

Clearances for Electrical Conductors

Voltage (DC or Peak AC) Internal External (<3050m) | External (>3050m)
0-15V 0.025mm 0. Tmm 0. Tmm

16-30V 0.02mm 0. Tmm 0. Tmm

31-20V 0. Tmm 0.6mm 0.6mm

21100V 0. Tmm 0.6mm 1.5mm

101-150V 0.2mm 0.6mm 3.2mm

121170V 0.2Zmm 1.25mm 3.2mm

171-250V 0.2mm 1.25mm G.4mm

251-300V 0.2mm 1.25mm 12.5mm

301-500V 0.25mm 2.omm 12.5mm

PCB Design

http://www.alternatezone.com/

Tutorial




Isolacao entre trilhas

Cuidados com trilhas préoximas:

Problemas durante a transferéncia ou corrosao!

PCB Design

Tutorial

http://www.alternatezone.com/



Roteamento bom X ruim

A

Roteamento bom

—

Al

Roteamento ruim

/ PCB Design

http://www.alternatezone.com/




Finalizacao de ilhas e curvas

(a)

Furo simples Furo metalizado

(omplete Kraig Mitzner
P(B DesignUsing &>
0rCADCapture gy 1™

and L v

PCB Design
toral

Kraig Mitzner

http://www.alternatezone.com/



Finalizacao de ilhas e curvas

; ~ Plated Monplated
Dimensoes dos furos: With pads :

o 2 mmx2mm

S 80 mils x 80 mils

— 2c

Without pads
2d
Dimensdes dos furos: e sing

Furos: a) correto e b) errado.

0rCAD*Capture ey

1,3 mm X 1,3 mm ér'd_Ld ‘
50 mils x 50 mils

Kraig Mitzner



Finalizacao de ilhas e curvas

Passagem
pelo terminal
do componente

Passagem
usando uma via
especifica

(omplete
PCB Design Using
OrCAD*Capture

Kraig Mitzner




Distancias importantes

VERIFICAR AS CAMADAS INTERNAS:

=3 A- Isolacdo enfre furos mecanicos a pistas > 0,4 mm (16 mils)
B- Largura das pistas > 0,2 mm (8 mils)
.+ C C- Isolac&o entre trilhas > 0,2 mm ( 8 mils)
 }i D- Anel minimo tedrico > 0,38 (15 mils)
D E- Isclacdo entre as pistas > 0,2 (8 mils)
t F- Isolacao entre ilhas e pistas = 0,2 (8 mils)

G- Isolacd@o entre pistas e borda da placa > 0,5 mm (20 mils)
e H- Isolacdo entre areas de massa e ilhas/pistas > 0,2 mm ( 8 mils)
I- Isolacdo entre areas de massa e furos > 0,5 mm (20 mils)

Observe que para uma furacdo de 0,3 mm, a ilha a ser utilizada devera ter o
tamanho de 0,8 mm ( 0,3 + 0,5 = 0,8 mm).

Ex.: Diametro Tamanho minimo da ilha
0,3 mm 0,8 mm
1,0 mm 1,5 mm
2,5 mm 3,0 mm (Veja tabela no item 5.0)

http://www.cirvale.com.br/



Distancias importantes

VERIFICAR AS CAMADAS INTERNAS:

A - Espassamento entre a area condutora e a horda da placa = 0,5 mm (20 mils)
B - Espassamento entre furos mecanicos e area condutora > 0,45 (18 mils)

C - Espacamento entre furo metalizado e a area condutora = 0,5 mm (20 mils)

D - Anel minimo tedrico > 0,38 mm (15 mils)

E - Espacamento entre pad e area condutora > 0,2 mm ( 8 mils)

VERIFICAR MASCARA DE SOLDA E SELETIVO:

A - Isolacdo entre mascara e ilha > 0,2 mm ( 8 mils)
B - Isolacdo entre mascara e pads > 0,2 (8 mils)

C - Largura da mascara entre pads e SMDs > 0,2 ( 8 mils)

http://www.cirvale.com.br/



Planos de alimentacao e terra

Analog Analog Analog Comme -
LSOMmon D|g|ta| Digital s
- + power sianal i ~ h : igita Digital
Wy vee g power GND signal i
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1
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a PCB Design Using
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12
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CON14

Kraig Mitzner




Planos de alimentacao e terra

Kraig Mitzner

(omplete

PCB Design Using
OrCAD*Capture
and Layout




Planos de alimentacao e terra

Tracks __ Ground

(=200 =%

N V

NO YES

NO YES



Diminuindo distancia entre trilhas

NicTo-
PIOCESSOT)

NO

FAM FAM
Bus atch
EAM] |[RAM
YES

Micro-
ProCessor

Clock




Cuidado com cabos soltos

Eibl:ll:lu EHIJ]E(_//
Printed Circuat ? __—4"""'.‘I"-—I-I--.1
Board 1P Oac Connector

AN E NN AN S R S A

NO




Uso de capacitores proximo a circuitos integrados

7\
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Semicondutores de poténcia (evitar trilhas longas)

Situacéo ideal: [ Sem parasitas }

Iy |




Semicondutores de poténcia (evitar trilhas longas)

Situacéao ideal: Tensao dreno-source

a8y I l

Sau .

Lay

Semisobretensao

Jau

280

16y

au
Bc A.2ms a_hms A_6ms A.8ms 1.8ms 1.2ms 1.4ms 1.6ms 1.8ms 2. 8ms
a U{(16:5,R3IB:=1)



Semicondutores de poténcia (evitar trilhas longas)

Situacéao real: Com indutancias parasitas ]




Semicondutores de poténcia (evitar trilhas longas)

Situacéo real: Tensao dreno-source

ol

68U

L

L

Com sobretensaag

am

2

180

a

as a.2ms a._4ms a.6ms 8.8nms 1. 08ms 1.2ms 1.4ms 1.6ms 1.8ms 2 _ms
o U{Q16:5,R38:1)
Time



Protecao do gatilno de MOSFETSs

Posicionar o mais proximo possivel do MOSFET:

Para=sitas
) I3
- - H

10k 15w

Circultoe de poténcilia
Circuite de sinal

Para circuito com tenséao de gatilho apenas positiva.



Protecao do gatilno de MOSFETSs

Posicionar o mais proximo possivel do MOSFET:

Parasitaszs [ |£é$
- > > —

15W
10k
15V
Circulito de =zinal Circulito de poténcia

Para circuito com tensao de gatilho positiva e negativa.



